


2. Непонятно, почему экситоны с ненулевым волновым вектором называются
«горячими экситонами»? Имеет ли этот термин какое-либо отношение и, если да, то
какое, к температуре экситона?

3. Непонятно, учитывается ли (и каким образом) радиационное затухание в параметре
затухания Га плазмонов в выражении (7)? Или параметр Га учитывает только
диссипативное (нерадиационное) затухание, обозначенное малой греческой буквой
у в выражении (2)? Учитывается ли радиационное затухание плазмонов в величине
параметра Ga, входящего в формулу ( 12) и Таблицу 1? Кажется, что радиационное
затухание не учитывается, поскольку далее на стр. 13 автореферата, после формулы
(14), поясняется, что Ga = у/2, где у - параметр диссипации в металле, указанный в
формуле (2). Если радиационное затухание плазмонов в параметре Ga действительно
не учитывается, то почему? В то же время, на стр. 14 в предпоследнем предложении
в части автореферата, посвященной второй главе диссертации, записано выражение
для затухания плазмона в виде Gx = у/2 + Gox, где Gox - радиационное затухание
плазмона. Желательно, чтобы противоречивые высказывания, указанные в данном
замечании, были пояснены и приведены во взаимное соответствие.

4. На стр. 16 автореферата, сразу после формулы (22), вводится параметр 17 = 1 -b2/q
2

,

где Ь- модуль вектора обратной решетки металлических наночастиц, а q =ш.ji; / с
- волновое число света в окружающем пространстве. Представляется, что величина
17, определенная таким образом, не может быть равна единице ни при каких
условиях, вопреки тому, что утверждается в автореферате сразу ниже уравнения
(23)? Попутно замечу, что ранее (на стр. 1 О автореферата) �той же греческой буквой
17 обозначается совсем другая величина (отношение длин полуосей сфероидной
металлической наночастицы).

Указанные недостатки касаются главным_ обрс!Зом _изложения материала в 
автореферате и не снижают общей высокой оценки самой диссертационной -работы. 
Положения, выносимые на защиту, ясно сформулированы и являются новыми знаниями в 
области физики полупроводников. Результаты диссертации достаточно полно 
опубликованы в рецензируемых научных журналах и докладывались на престижных 
российских и международных конференциях. Считаю, что диссертация Коротченкова А.В. 
отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
диссертационными советами ФТИ им. А.Ф Иоффе РАН, а её автор, Коротченков Алексей 
Владимирович, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико­
математических наук по специальности 1.3 .11 -физика полупроводников. 

Отзыв представил: 

-· В. В. Попов 

2 Lj_ 011 ,2.02.S-

Попов Вячеслав Валентинович, доктор физико-математических наук ( специальность: О 1.04.03 -
Радиофизика), профессор, главный научный сотрудник Саратовского филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. 
Котельникова Российской академии наук (СФ ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН). 
Адрес места работы: Россия, 410019, г. Саратов, ул. Зеленая, д. 38. 
Телефон: +7(905)322-49-38 
Э�ект онная почта: glorvv@gmail.com

., проф. Попова Вячеслава Валентиновича заверяю: 
ектора по научной работе 

о ьникова РАН 
· Д.В. Фатеев

2 

Подпись д.ф.-м.н.
Заместитель дир
СФ ИРЭ им. В.А.К

к.ф.-м.н.


